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(57)【要約】
　本発明は共通電極の駆動回路であって、アレイ基板上
の各行画素の蓄積電極線に印加する第１共通電極信号お
よび前記アレイ基板において各行画素の画素電極と一緒
に液晶容量を形成する共通電極に印加される第２共通電
極信号を生成するステップと、各行の画素に前記第１共
通電極信号を出力し、前記共通電極に前記第２共通電極
信号を出力するステップとを備え、前記第１共通電極信
号の跳躍変化シーケンスは、対応する行の画素の各ゲー
トのゲート信号の跳躍変化シーケンスに反対する。
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　共通電極の駆動回路であって、
　アレイ基板上の各行画素の蓄積電極線に印加する第１共通電極信号と、前記アレイ基板
上の各行画素における画素電極と一緒に液晶容量を形成する共通電極に印加される第２共
通電極信号とを生成するステップと、
　各行の画素に前記第１共通電極信号を入力し、前記共通電極に前記第２共通電極信号を
入力するステップとを備え、
　前記第１共通電極信号の跳躍変化シーケンスは、対応する行の画素のゲート信号の跳躍
変化シーケンスに反対することを特徴とする共通電極の駆動方法。
【請求項２】
　前記蓄積容量は、前記画素電極と前記蓄積電極線とが重なり合うように構成され、前記
第１共通電極信号のハイレベルとローレベルとの差が、
【数１】

であり、ただし、Ｃｇｄは前記蓄積容量に直列接続される寄生容量の容量値であり、Ｃｓ
ｔは前記蓄積容量の容量値であり、ＶｇｈとＶｇｌはそれぞれゲートのオン電圧とオフ電
圧であることを特徴とする請求項１に記載の共通電極の駆動回路。
【請求項３】
　前記蓄積容量は、前記画素電極が前記蓄積電極線とゲートラインにそれぞれ重なり合う
ように構成され、前記第１共通電極信号は、ハイレベルとローレベルとの差は、

【数２】

であり、ただし、Ｃｇｄは前記蓄積容量に直列接続される寄生容量の容量値であり、Ｃｓ
ｔ１は前記蓄積容量が前記蓄積電極線における容量部分の容量値であり、ＶｇｈとＶｇｌ
はそれぞれゲートのオン電圧とオフ電圧であることを特徴とする請求項１に記載の共通電
極の駆動回路。
【請求項４】
　前記第１共通電極信号が跳躍変化される前後に引き起こす蓄積容量の電荷変化量の絶対
値は、前記ゲート信号が跳躍変化される前後に引き起こす、前記蓄積容量に直列接続され
る寄生容量の電荷変化量の絶対値に等しく、かつ両者の変化方向が反対していることを特
徴とする請求項１に記載の共通電極の駆動回路。
【請求項５】
　前記共通電極は、カラーフィルタ基板または前記アレイ基板に形成されることを特徴と
する請求項１に記載の共通電極の駆動回路。
【請求項６】
　共通電極の駆動回路であって、
　アレイ基板上の各行画素の蓄積電極線に印加する第１共通電極信号と、前記アレイ基板
上の各行画素における画素電極と一緒に液晶容量を形成する共通電極に印加される第２共
通電極信号とを生成する駆動信号生成回路と、
　前記第１共通電極信号を各行画素にそれぞれ出力し、前記第２共通電極信号を前記共通
電極に出力する共通電極信号出力端とを備え、
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　前記第１共通電極信号の跳躍変化シーケンスは、対応する行の画素のゲート信号の跳躍
変化シーケンスに反対していることを特徴とする共通電極の駆動回路。
【請求項７】
　前記蓄積容量は前記画素電極と前記蓄積電極線とが重なり合うように構成され、前記駆
動信号生成回路が生成する前記第１共通電極信号のハイレベルとローレベルとの差が、
【数３】

であり、ただし、Ｃｇｄは前記蓄積容量に直列接続される寄生容量の容量値であり、Ｃｓ
ｔは前記蓄積容量の容量値であり、ＶｇｈとＶｇｌはそれぞれゲートのオン電圧とオフ電
圧であることを特徴とする請求項６に記載の共通電極の駆動回路。
【請求項８】
　前記蓄積容量は前記画素電極が前記蓄積電極およびゲートラインにそれぞれ重なり合う
ように構成され、前記駆動信号生成回路が生成する前記第１共通電極信号のハイレベルと
ローレベルとの差は、
【数４】

であり、ただし、Ｃｇｄは前記蓄積容量に直列接続される寄生容量の容量値であり、Ｃｓ
ｔ１は前記蓄積容量が前記蓄積電極線における容量部分の容量値であり、ＶｇｈとＶｇｌ
はそれぞれゲートのオン電圧とオフ電圧であることを特徴とする請求項６に記載の共通電
極の駆動回路。
【請求項９】
　前記第１共通電極信号が跳躍変化される前後に引き起こす蓄積容量の電荷変化量の絶対
値は、前記ゲート信号が跳躍変化される前後に引き起こす、前記蓄積容量に直列接続され
る寄生容量の電荷変化量の絶対値に等しく、かつ両者の変化方向が反対していることを特
徴とする請求項６に記載の共通電極の駆動回路。
【請求項１０】
　前記駆動信号生成回路は、
　前記第２共通電極信号を生成する第１駆動信号生成ユニットと、
　跳躍変化シーケンス信号を生成し、前記跳躍変化シーケンス信号を前記第１駆動信号生
成ユニットが生成する第２共通電極信号に重なるし、前記第１共通電極信号を生成する第
２駆動信号生成ユニットと、を備えることを特徴とする請求項６に記載の共通電極の駆動
回路。
【請求項１１】
　液晶ディスプレーであって、
　液晶パネルと、
　液晶パネルを駆動する駆動装置とを備え、
　前記液晶パネルは、アレイ基板とカラーフィルタ基板とをセル化することで形成され、
それらの間に液晶層が充填され、前記駆動装置は、ゲート駆動装置、データ駆動装置およ
び共通電極駆動装置を備え、
　前記共通電極駆動装置は、アレイ基板上の各行画素の蓄積電極線に印加する第１共通電
極信号および前記アレイ基板において各行画素の画素電極と一緒に液晶容量を形成する共
通電極に印加する第２共通電極信号を生成し、かつ生成した第１共通電極信号をそれぞれ
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各行の画素に入力し、生成した第２共通電極信号を前記共通電極に入力し、
　前記第１共通電極信号の跳躍変化シーケンスは、対応する行の画素のゲート信号の跳躍
変化シーケンスに反対していることを特徴とする液晶ディスプレー。
【請求項１２】
　前記蓄積容量は前記画素電極と前記蓄積電極線とが重なり合うように構成され、前記第
１共通電極信号のハイレベルとローレベルとの差が、
【数５】

であり、ただし、Ｃｇｄは前記蓄積容量に直列接続される寄生容量の容量値であり、Ｃｓ
ｔは前記蓄積容量の容量値であり、ＶｇｈとＶｇｌはそれぞれゲートのオン電圧とオフ電
圧であることを特徴とする請求項１１に記載の液晶ディスプレー。
【請求項１３】
　前記蓄積容量は前記画素電極が前記蓄積電極線およびゲートラインにそれぞれ重なり合
うように構成され、前記第１共通電極信号は、ハイレベルとローレベルとの差は、

【数６】

であり、ただし、Ｃｇｄは前記蓄積容量に直列接続される寄生容量の容量値であり、Ｃｓ
ｔ１は前記蓄積容量が前記蓄積電極線における容量部分の容量値であり、ＶｇｈとＶｇｌ
はそれぞれゲートのオン電圧とオフ電圧であることを特徴とする請求項１１に記載の液晶
ディスプレー。
【請求項１４】
　前記第１共通電極信号が跳躍変化される前後に引き起こす前記蓄積容量の電荷変化量の
絶対値は、前記ゲート信号が跳躍変化される前後に引き起こす、前記蓄積容量に直列接続
される寄生容量の電荷変化量の絶対値に等しく、かつ両者は変化方向が反対していること
を特徴とする請求項１１に記載の液晶ディスプレー。
【請求項１５】
　前記共通電極は、前記カラーフィルタ基板上または前記アレイ基板に形成されることを
特徴とする請求項１１に記載の液晶ディスプレー。

【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、共通電極の駆動方法及び回路、ならびに液晶ディスプレーに関する。
【背景技術】
【０００２】
　現在、液晶ディスプレーが常用のフラットパネルディスプレーである。特に薄膜トラン
ジスタ液晶ディスプレー（Ｔｈｉｎ Ｆｉｌｍ Ｔｒａｎｓｉｓｔｏｒ Ｌｉｑｕｉｄ　Ｃ
ｒｙｓｔａｌ Ｄｉｓｐｌａｙ；以下、ＴＦＴ－ＬＣＤと略称される）は液晶ディスプレ
ーの主流になる。
【０００３】
　従来技術では、液晶ディスプレーは、アレイ基板とカラーフィルム基板とを備える。ア
レイ基板はマトリックス状に配列される複数の画素によって形成される。各画素は画素電
極と、画素電極に接続され、かつスイッチ素子としての薄膜トランジスタ（ＴＦＴ）とを
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備える。画素電極とアレイ基板またはカラーフィルタ基板上に位置する共通電極とで形成
する液晶容量は、液晶材料に電界を印加する。また、液晶容量を補充するように、画素電
極はアレイ基板上に形成される蓄積電極と一緒に蓄積容量を形成することができる。
【０００４】
　図１は従来技術に係る液晶ディスプレーにおけるユニット画素の等価回路の原理図であ
る。図１に示すように、まず、ＴＦＴ－ＬＣＤが動作するとき、アレイ基板において、ゲ
ートラインＧｎに接続されるゲートｇにゲートオン電圧を印加し、ＴＦＴをオンにして、
データラインＤｍでの画像信号を表示するためのデータ電圧を、ソースｓを介してドレイ
ンｄに印加する。そして、ドレインｄを画素電極ｐに接続し、上記データ電圧がドレイン
ｄを介して画素電極ｐに印加されて画素電極電圧を形成する。その中、Ｃｎは蓄積電極線
である。そして、カラーフィルタ基板上に共通電極層が配布されており、画素電極ｐの画
素電極電圧と、共通電極層の共通電極電圧Ｖ０との間の電圧差によって液晶容量Ｃｌｃ電
圧が形成される。液晶容量Ｃｌｃ電圧を液晶分子に印加することで、液晶分子を偏向させ
る。ゲートｇとドレインｄとの間に寄生容量Ｃｇｄが形成されているので、ゲートライン
Ｇｎがオン・オフされるときの電圧の急激な変化は、該寄生容量Ｃｇｄを介して画素電極
ｐに印加されて、画素電極電圧に跳躍変化電圧△Vpが生じてしまい、画素電極電圧の正確
性に影響され、画面フリッカを引き起こす。
【発明の概要】
【課題を解決するための手段】
【０００５】
　本発明実施例は、共通電極の駆動方法であって、アレイ基板上の各行画素の蓄積電極線
に印加する第１共通電極信号および前記アレイ基板において各行画素の画素電極と一緒に
液晶容量を形成する共通電極に印加される第２共通電極信号を生成するステップと、各行
の画素に前記第１共通電極信号を出力し、前記共通電極に前記第２共通電極信号を出力す
るステップとを備え、前記第１共通電極信号の跳躍変化シーケンスは、対応する行の画素
のゲート信号の跳躍変化シーケンスに反対する。
【０００６】
　本発明の他の実施例は、共通電極の駆動回路であって、アレイ基板上の各行画素の蓄積
電極線に印加する第１共通電極信号および前記アレイ基板において各行画素の画素電極と
一緒に液晶容量を形成する共通電極に印加される第２共通電極信号を生成する駆動信号生
成回路と、前記第１共通電極信号をアレイ基板上の各行画素にそれぞれ出力し、前記第２
共通電極信号を前記共通電極に出力する共通電極信号出力端とを備え、前記第１共通電極
信号の跳躍変化シーケンスは、対応する行の画素のゲート信号の跳躍変化シーケンスに反
対している。
【０００７】
　本発明の他の実施例は、液晶ディスプレーであって、液晶パネルと、液晶パネルを駆動
する駆動装置とを備え、前記液晶パネルは、アレイ基板とカラーフィルタ基板とをセル化
することで形成され、それらの間に液晶層が充填され、前記駆動装置は、ゲート駆動装置
、データ駆動装置および共通電極駆動装置を備え、前記共通電極駆動装置は、アレイ基板
上の各行画素の蓄積電極線に印加する第１共通電極信号および前記アレイ基板において各
行画素の画素電極と一緒に液晶容量を形成する共通電極に印加される第２共通電極信号を
生成し、かつ生成した第１共通電極信号をそれぞれ各行の画素に入力し、生成した第２共
通電極信号を前記共通電極に入力し、前記第１共通電極信号の跳躍変化シーケンスは、対
応する行の画素のゲート信号の跳躍変化シーケンスに反対している。
【図面の簡単な説明】
【０００８】
【図１】従来技術に係る液晶ディスプレーにおけるユニット画素の等価回路の原理図であ
る。
【図２】本発明に係る共通電極の駆動回路の第１実施例における第１共通電極信号とゲー
ト信号のシーケンス関係図である。
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【図３】本発明に係る共通電極の駆動回路の第１実施例の構造概略図である。
【図４】本発明に係る共通電極の駆動回路の第２実施例の構造概略図である。
【図５】本発明に係る液晶ディスプレーの第１実施例の構造概略図である。
【発明を実施するための形態】
【０００９】
　本発明の実施例の目的、技術案及びメリットを更に明瞭にするために、以下は、本発明
の実施例の図面を結合して、本発明の実施例の技術案を明瞭で完全に説明する。下記の実
施例は明らかに本発明の一部の実施例に過ぎず、全部の実施例を含まれないのである。本
発明の実施例に基づいて、当業者が創造的な活動をしない前提で得られる他の実施例は全
て本発明の技術範囲に含まれる。
【００１０】
　本発明に係る共通電極の駆動回路の第１実施例である。
　ステップ２０１、アレイ基板上の各行画素の第１共通電極信号およびカラーフィルタ基
板上の第２共通電極信号を生成する。前記第１共通電極信号の跳躍変化シーケンスは、対
応する行の画素のゲート信号の跳躍変化シーケンスに反対している。前記第１共通電極信
号が跳躍変化する前後に引き起こす蓄積容量の電荷変化量の絶対値は、前記ゲート信号が
跳躍変化する前後に引き起こす寄生容量の電荷変化量の絶対値に等しく、かつ両者は変化
方向が反対している。第１共通電極信号は、アレイ基板において画素電極と一緒に前記蓄
積容量を形成する蓄積電極ラインに印加される。蓄積電極線は、蓄積共通電極線とも言い
、共通電極信号が印加される。
【００１１】
　画素のスイッチ素子としてのＴＦＴにおいてゲートとドレインとの間に重なりところが
あるので、寄生容量Ｃｇｄが生じることは、跳躍変化電圧ΔＶｐが画素電極に生じる起因
である。ゲートラインにオフ電圧信号を入力するとき、該寄生容量Ｃｇｄに蓄積された電
荷Ｑｇｄが変化する。このとき、画素電極と共通電極との間に形成された液晶容量Ｃｌｃ
と、画素電極と蓄積電極線との間に重なることにより形成された蓄積容量Ｃｓｔと、寄生
容量Ｃｇｄとに蓄積された電荷の総和が不変であるので、寄生容量Ｃｇｄに蓄積された電
荷Ｑｇｄの変化が画素電極全体の電荷分布の変化を引き起こす。これによって、画素電極
に印加される電圧が変化して、画素電極に跳躍変化電圧ΔＶｐが生じる。検討から分かる
ように、跳躍変化電圧ΔＶｐ＝Ｃｇｄ（Ｖｇｈ－Ｖｇｌ）／（Ｃｇｄ＋Ｃｌｃ＋Ｃｓｔ）
、Ｖｇｈがゲートのオン電圧であり、Ｖｇｌがゲートのオフ電圧である。液晶容量は、液
晶を偏向させて表示するように駆動することに用いられ、共通電極は画素電極と一緒にア
レイ基板に形成され（即ち、水平電界型ＬＣＤ、例えばＩＰＳ或はＦＦＳ型ＬＣＤ）、或
は、アレイ基板に対向するカラーフィルタ基板に形成されてもよい（即ち、垂直電界型Ｌ
ＣＤ、例えばＴＮ型ＬＣＤ）。本実施例では、共通電極がカラーフィルタ基板上に形成さ
れる。蓄積容量は液晶容量を補充するものであり、液晶容量を安定に動作させて表示する
。ＴＦＴのドレインは、画素電極に接続され、ＴＦＴがオンされるとき、ＴＦＴのソース
に接続されるデータラインでのデータ信号を画素電極に伝送する。ＴＦＴはボトムゲート
型、トップゲート型または両者の組合せであってもよい。ゲートとソース・ドレインは、
ゲート絶縁層と半導体層を介して形成される。
【００１２】
　図２は、本発明に係る共通電極の駆動回路の第１実施例において、第１共通電極信号と
ゲート信号のシーケンス関係図である。図２に示すように、同一行の画素に対応し、かつ
蓄積電極線に印加された第１共通電極信号Ｖｃｏｍとゲート信号Ｇａｔｅとは、跳躍変化
シーケンスが反対している。即ち、ゲート信号がハイレベルであるとき、第１共通電極信
号がローレベルであり、ゲート信号がローレベルであるとき、第１共通電極信号がハイレ
ベルである。つまり、ゲートラインがオンされるとき、蓄積電極線がオフになり、ゲート
ラインがオフされるとき、蓄積電極線がオンになる。
【００１３】
　発明者は、画素電極に跳躍変化電圧が生じる原理を突っ込んで分析し研究した結果、ゲ
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ート信号にオフ電圧が印加されるとき、液晶容量Ｃｌｃ、蓄積容量Ｃｓｔおよび寄生容量
Ｃｇｄに蓄積された電荷の総量は、オフされる前後で同じである。
【００１４】
　オフされる前に、寄生容量Ｃｇｄに蓄積される電荷量は、
　Ｑｇｄ１＝Ｃｇｄ（Ｖｐ１－Ｖｇｈ）であり、
　オフされた後に、寄生容量Ｃｇｄに蓄積される電荷量は、
　Ｑｇｄ２＝Ｃｇｄ（Ｖｐ２－Ｖｇｌ）であり、
　オフされる前後に、寄生容量Ｃｇｄに蓄積される電荷の変更量ΔＱｇｄは、
　ΔＱｇｄ＝Ｑｇｄ２－Ｑｇｄ１
　　　　＝Ｃｇｄ［（Ｖｐ２－Ｖｇｌ）－（Ｖｐ１－Ｖｇｈ）］
　　　　＝Ｃｇｄ（ΔＶｐ＋Ｖｇｈ－Ｖｇｌ）であり
　ただし、Ｖｐ１はＴＦＴがオフされる前の画素電極の電圧であり、Ｖｐ２は、ＴＦＴが
オフされた後の画素電極の電圧であり、且つΔＶｐ＝Ｖｐ２－Ｖｐ１。
【００１５】
　この行蓄積電極線にオン電圧を印加するとき、オンされる前に、蓄積容量Ｃｓｔに蓄積
される電荷量は、
　Ｑｓｔ１＝Ｃｓｔ（Ｖｐ１－Ｖｃｌ）であり、
　オンされた後に、蓄積容量Ｃｓｔに蓄積される電荷量は、
　Ｑｓｔ２＝Ｃｓｔ（Ｖｐ２－Ｖｃｈ）であり、
　オフされる前後に、蓄積容量Ｃｓｔに蓄積される電荷の変化量ΔＱｓｔは、
　ΔＱｓｔ＝Ｑｓｔ２－Ｑｓｔ１
　　　　＝Ｃｓｔ［（Ｖｐ２－Ｖｃｈ）－（Ｖｐ１－Ｖｃｌ）］
　　　　＝Ｃｓｔ（ΔＶｐ＋Ｖｃｌ－Ｖｃｈ）であり、
　ただし、Ｖｃｈは蓄積電極線のオン電圧であり、Ｖｃｌは蓄積電極線のオフ電圧である
。
【００１６】
　本実施例では、第１共通電極信号の跳躍変化シーケンスは、対応する行の画素のゲート
信号の跳躍変化シーケンスに反対しており、かつ前記第１共通電極信号が跳躍変化される
前後に引き起こす蓄積容量の電荷変化量の絶対値は、前記ゲート信号が跳躍変化される前
後に引き起こす寄生容量の電荷変化量の絶対値と等しく、かつ両者は変化方向が反対する
。つまり、本実施例で生成する第１共通電極信号によって、ΔＱｇｄ＝－ΔＱｓｔになる
。このとき、液晶容量Ｃｌｃ、蓄積容量Ｃｓｔおよび寄生容量Ｃｇｄに蓄積される電荷の
総和が不変であるので、ΔＱｌｃ＋ΔＱｇｄ＋ΔＱｓｔ＝０、そしてΔＱｌｃ＝ゼロにな
る。ただし、ΔＱｌｃは、液晶容量Ｃｌｃがゲートのオフ前後の電荷変化量であり、ΔＱ
ｌｃ＝Ｃｌｃ（Ｖｐ２－Ｖｐ１）。液晶容量Ｃｌｃが一定値であるので、Ｖｐ２＝Ｖｐ１
、ΔＶｐ＝Ｖｐ２－Ｖｐ１＝０。即ち、画素電圧はゲートがオフされる前後に不変である
。その実質として、ＴＦＴがオフされる前後に寄生容量Ｃｇｄに蓄積される電荷の変化量
ΔＱｇｄは、蓄積電極線がオンされる前後に蓄積容量Ｃｓｔに蓄積される電荷の変化量Δ
Ｑｓｔと大きさが同じであるが、変化方向が反対する。これによって、２つの電気容量に
蓄積される電荷の総変化量がゼロになり、２つの電気容量に蓄積される電荷の変化が相殺
されるので、画素電極における電荷変化量はゼロになり、画素電極の跳躍変化電圧ΔＶｐ
がゼロになる。然し、当業者が分かるように、寄生容量Ｃｇｄに蓄積される電荷の変化量
ΔＱｇｄが蓄積容量Ｃｓｔに蓄積される電荷の変化量ΔＱｓｔに全く同じではなくても、
本実施例は、ゲートがオフされる前後に画素電圧に生じる跳躍変化電圧ΔＶｐを低下する
ことができ、液晶ディスプレーの表示品質が改善される。
【００１７】
　ここに説明する必要であるのは、本実施例では、従来技術において生成するアレイ基板
およびカラーフィルタ基板に入力するための一定値である共通電極信号に、跳躍変化・シ
ーケンス信号を重畳することによって、アレイ基板に入力する第１共通電極信号が生成さ
れ、カラーフィルタ基板に入力する第２共通電極信号は相変らず元の一定値である共通電
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極信号である。
【００１８】
　ステップ２０２、各行の画素に前記第１共通電極信号を入力し、前記カラーフィルタ基
板に前記第２共通電極信号を入力する。
【００１９】
　アレイ基板における各行の画素のための第１共通電極信号およびカラーフィルタにおけ
る第２共通電極信号をそれぞれ生成した後に、駆動回路は、第１共通電極信号を、対応す
る各行画素に入力し、第２共通電極信号をカラーフィルタ基板に入力することができる。
本実施例では、ステップ２０１で生成される第１共通電極信号を各行画素に入力すること
で、各画素電極には跳躍変化電圧ΔＶｐが生じることなく、画素電極電圧の正確性が確保
され、画面フリッカが避けられる。
【００２０】
　本実施例では、各行の画素に入力される第１共通電極信号の跳躍変化シーケンスを、対
応する行の画素のゲート信号の跳躍変化シーケンスに反対するように設計し、且つ前記第
１共通電極信号が跳躍変化される前後に引き起こす蓄積容量の電荷変化量の絶対値が、前
記ゲート信号が跳躍変化される前後に引き起こす寄生容量の電荷変化量の絶対値に等しく
、かつ両者は変化方向が反対することによって、寄生容量と蓄積容量に蓄積される電荷の
変化が相殺され、画素電極における電荷変化量はゼロになって各画素電極の跳躍変化電圧
がゼロになり、画素電極の電圧の正確性が確保され、画面フリッカが避けられる。
【００２１】
　本発明に係る共通電極の駆動回路の第２実施例では、蓄積容量Ｃｓｔが蓄積電極線（Ｃ
ｓｔ Ｏｎ Ｃｏｍｍｏｎ）に形成される構成であってもよい。即ち、蓄積容量は、画素電
極と蓄積電極線とを重なり合うことで形成されることができる。また、画素電極と一緒に
液晶容量を形成する共通電極は、アレイ基板に対向するカラーフィルタ基板上に形成され
る。本実施例は、以下のステップを備える。
【００２２】
　ステップ４０１、アレイ基板における各行画素の第１共通電極信号とカラーフィルタ基
板上の第２共通電極信号を生成する。前記第１共通電極信号の跳躍変化シーケンスは、対
応する行の画素のゲート信号の跳躍変化信号の跳躍変化シーケンスに反対している。前記
第１共通電極信号のハイレベルとローレベルとの差が、
【数１】

である。ただし、Ｃｇｄは前記寄生容量の容量値であり、Ｃｓｔは前記蓄積容量の容量値
であり、ＶｇｈとＶｇｌはそれぞれゲートのオン電圧とオフ電圧である。
【００２３】
　本実施例では、第１共通電極信号が跳躍変化される前後に引き起こす蓄積容量の電荷変
化量を、前記ゲート信号が跳躍変化される前後に引き起こす寄生容量の電荷変化量に等し
いように、第１共通電極信号のハイレベルとローレベルとの差を
【数２】

に等しくなるように設計する。
【００２４】
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　具体的には、ゲート信号がオフされる前後、つまり、蓄積電極線が跳躍変化される前後
に、液晶容量Ｃｌｃ、蓄積容量Ｃｓｔおよび寄生容量Ｃｇｄに蓄積される電荷の総和は、
不変であり、即ち、Ｑｐ１＝Ｑｐ２、ただし、Ｑｐ１はゲート信号が跳躍変化される前の
３つの電気容量に蓄積される電荷の総和であり、Ｑｐ２はゲート信号が跳躍変化した後の
３つの電気容量に蓄積される電荷の総和である。
【００２５】
　その中、Qp1=Qlc1+Qst1+Qgd1
=Clc(Vp1-V0)+Cst(Vp1-Vcl)+Cgd(Vp1-Vgh)；
　　　 Qp2=Qlc2+Qst2+Qgd2
=Clc(Vp2-V0)+Cst(Vp2-Vch)+Cgd(Vp2-Vgl)；
従って、Clc(Vp1-V0)+Cst(Vp1-Vcl)+Cgd(Vp1-Vgh) 
= Clc(Vp2-V0)+Cst(Vp2-Vch)+Cgd(Vp2-Vgl)；
即ち、Clc(Vp2-Vp1)+Cst(Vp2-Vp1+Vcl-Vch)+Cgd(Vp2-Vp1+Vgh-Vgl) = 0
つまり、(Clc+Cst+Cgd)(Vp2-Vp1)+Cst(Vcl-Vch)+Cgd(Vgh-Vgl) = 0
(Vch-Vcl) = Cgd(Vgh-Vgl)/Cstであるので、
(Clc+Cst+Cgd)(Vp2-Vp1)=0になり；
(Clc+Cst+Cgd) ≠0であるので
Vp2-Vp1=0となり，つまり、ΔVp=0となる。
【００２６】
　ステップ４０２、各行の画素に前記第１共通電極信号を入力し、前記カラーフィルタ基
板に前記第２共通電極信号を入力する。
【００２７】
　本実施例では、ステップ４０１で生成される第１共通電極信号を各行の画素に入力する
。これによって、各画素電極に跳躍変化電圧ΔＶｐが生じることなく、画素電極電圧の正
確性が確保され、画面フリッカが避けられる。
【００２８】
　本実施例では、各行の画素に入力される第１共通電極信号の跳躍変化シーケンスは、対
応する行の画素のゲート信号の跳躍変化シーケンスに反対するように設計し、かつ第１共
通電極信号のハイレベルとローレベルとの差を、Ｃｇｄ（Ｖｇｈ－Ｖｇｌ）／Ｃｓｔに等
しくなるようにして、寄生容量と蓄積容量との電荷の変化が相殺され、画素電極の電荷変
化量はゼロになって、各画素電極の跳躍変化電圧がゼロになり、画素電極電圧の正確性が
確保され、画面フリッカが避けられる。
【００２９】
　本発明に係る共通電極の駆動回路の第３実施例では、蓄積容量Ｃｓｔが蓄積電極線およ
びゲートライン（Ｃｓｔ Ｏｎ Ｃｏｍｍｏｎ＋Ｃｓｔ Ｏｎ ｇａｔｅ）に形成される構成
であってもよい。即ち、蓄積容量は、画素電極と蓄積電極線およびゲートラインを重なり
合うことで形成される。液晶容量を形成する共通電極は、アレイ基板に対向するカラーフ
ィルタ基板上に形成される。本実施例は、以下のステップを備える。
【００３０】
　ステップ５０１、アレイ基板における各行画素の第１共通電極信号とカラーフィルタ基
板上の第２共通電極信号を生成する。前記第１共通電極信号の跳躍変化シーケンスは、対
応する行の画素のゲート信号の跳躍変化シーケンスに反対している。前記第１共通電極信
号は、ハイレベルとローレベルとの差は、
【数３】

に等しい。ただし、Ｃｇｄは前記寄生容量の容量値であり、Ｃｓｔ１は前記蓄積容量が前



(10) JP 2013-525832 A 2013.6.20

10

20

30

40

50

記蓄積電極線における容量部分の容量値であり、ＶｇｈとＶｇｌはそれぞれゲートのオン
電圧とオフ電圧である。
【００３１】
　蓄積容量Ｃｓｔが、画素電極と蓄積電極線との間に、および画素電極とゲートラインと
の間に、同時に存在する場合に、本実施例は、蓄積容量ＣｓｔをＣｓｔ１とＣｓｔ２とい
う二つの部分に分けることができる。Ｃｓｔ１は、蓄積電極線で形成される部分であり、
Ｃｓｔ２はゲートラインで形成される部分である。従って、電荷を不変にする電気容量は
、液晶容量Ｃｌｃ、寄生容量Ｃｇｄ、Ｃｓｔ１とＣｓｔ２になる。それにおいて、蓄積電
極線に印加される動的な信号はＣｓｔ１部分のみに影響する。従って、本発明に係る共通
電極の駆動回路の第２実施例に対して、本実施例では、第２実施例におけるＣｓｔをＣｓ
ｔ１に替え、Ｃｓｔ２を液晶容量Ｃｌｃの一部とみなせばよい。その原理は、本発明に係
る共通電極の駆動回路の第２実施例と同じであるので、ここで贅言しない。
【００３２】
　ステップ５０２、各行の画素に前記第１共通電極信号を入力し、前記カラーフィルタ基
板に前記第２共通電極信号を入力する。
【００３３】
　本実施例では、ステップ５０１で生成される第１共通電極信号を各行の画素に入力する
。これによって、各画素電極に跳躍変化電圧ΔＶｐが生じることなく、画素電極電圧の正
確性が確保され、画面フリッカが避けられる。
【００３４】
　本実施例では、各行の画素に入力される第１共通電極信号の跳躍変化シーケンスは、対
応する行の画素のゲート信号の跳躍変化シーケンスに反対するように設計し、かつ、第１
共通電極信号のハイレベルとローレベルとの差を、Ｃｇｄ（Ｖｇｈ－Ｖｇｌ）／Ｃｓｔ１
に等しくなるようにすることによって、寄生容量と蓄積容量との電荷の変化が相殺され、
画素電極の電荷変化量はゼロになって、各画素電極の跳躍変化電圧がゼロになり、画素電
極電圧の正確性が確保され、画面フリッカが避けられる。
【００３５】
　図３は本発明に係る共通電極の駆動回路の第１実施例の構造概略図である。図３に示す
ように、本実施例の共通電極の駆動回路は、駆動信号生成回路１１と共通電極信号出力端
１２とを備える。駆動信号生成回路１１はアレイ基板上の各行の画素の第１共通電極信号
とカラーフィルタ基板上の第２共通電極信号とを生成し、かつ前記第１共通電極信号の跳
躍変化シーケンスは、対応する行の画素のゲート信号の跳躍変化シーケンスに反対し、か
つ前記第１共通電極信号が跳躍変化される前後に引き起こす蓄積容量の電荷変化量は、前
記ゲート信号が跳躍変化される前後に引き起こす寄生容量の電荷変化量に等しい。共通電
極信号出力端１２は前記第１共通電極信号をアレイ基板上の各行画素にそれぞれ出力し、
前記第２共通電極信号を前記カラーフィルタ基板上の共通電極に出力する。
【００３６】
　本実施例に係る共通電極の駆動回路は、従来の共通電極の駆動回路に設けられることが
できる。当業者は本実施例に係る共通電極回路が実現できる機能によって具体的な回路を
柔軟に設計することができる。ここで贅言しない。
【００３７】
　本実施例に係る共通電極の駆動回路は、共通電極の駆動回路の第１実施例を実現するこ
とができ、その実現原理が類似しているので、ここで贅言しない。
【００３８】
　本実施例に係る共通電極の駆動回路では、各行の画素に入力される第１共通電極信号の
跳躍変化シーケンスを、対応する行の画素のゲート信号の跳躍変化シーケンスに反対する
ように設計し、かつ、前記第１共通電極信号が跳躍変化される前後に引き起こす蓄積容量
の電荷変化量を、前記ゲート信号が跳躍変化される前後に引き起こす寄生容量の電荷変化
量に等しくなるようにすることによって、寄生容量と蓄積容量とに蓄積される電荷の変化
が相殺され、画素電極の電荷変化量はゼロになって、各画素電極の跳躍変化電圧がゼロに
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なり、画素電極電圧の正確性が確保され、画面フリッカが避けられる。
【００３９】
　本発明に係る共通電極の駆動回路の第２実施例も図３に示す回路構造を採用することが
できる。さらに、本実施例では、蓄積容量Ｃｓｔは画素電極と蓄積電極線とが重なり合う
ような構成を採用する。駆動信号生成回路１１が生成する第１共通電極信号のハイレベル
とローレベルとの差が、
【数４】

である。ただし、Ｃｇｄは前記寄生容量の容量値であり、Ｃｓｔは前記蓄積容量の容量値
であり、ＶｇｈとＶｇｌはそれぞれゲートのオン電圧とオフ電圧である。
【００４０】
　本実施例に係る共通電極の駆動回路は、共通電極の駆動回路の第２実施例を実現するこ
とができ、その実現原理が類似しているので、ここで贅言しない。
【００４１】
　本実施例に係る共通電極の駆動回路では、各行の画素に入力される第１共通電極信号の
跳躍変化シーケンスは、対応する行の画素のゲート信号の跳躍変化シーケンスに反対する
ように設計し、かつ、第１共通電極信号のハイレベルとローレベルとの差を、Ｃｇｄ（Ｖ
ｇｈ－Ｖｇｌ）／Ｃｓｔに等しくなるようにして、寄生容量と蓄積容量に蓄積される電荷
の変化が相殺され、画素電極の電荷変化量はゼロになって、各画素電極の跳躍変化電圧が
ゼロになり、画素電極電圧の正確性が確保され、画面フリッカが避けられる。
【００４２】
　本発明に係る共通電極の駆動回路の第３実施例も図３に示す回路構造を採用する。さら
に、本実施例では、蓄積容量Ｃｓｔは画素電極と蓄積電極線およびゲートラインにそれぞ
れ重なり合うような構成を採用する。駆動信号生成回路１１が生成する第１共通電極信号
のハイレベルとローレベルとの差は

【数５】

である。ただし、Ｃｇｄは前記寄生容量の容量値であり、Ｃｓｔ１は前記蓄積容量が蓄積
電極線における容量部分の容量値であり、ＶｇｈとＶｇｌはそれぞれゲートのオン電圧と
オフ電圧である。
【００４３】
　本実施例に係る共通電極の駆動回路は、共通電極の駆動回路の第３実施例を実現するこ
とができ、その実現原理が類似しているので、ここで贅言しない。
【００４４】
　本実施例に係る共通電極の駆動回路では、各行の画素に入力される第１共通電極信号の
跳躍変化シーケンスは、対応する行の画素のゲート信号の跳躍変化シーケンスに反対する
ように設計し、かつ、第１共通電極信号のハイレベルとローレベルとの差を、Ｃｇｄ（Ｖ
ｇｈ－Ｖｇｌ）／Ｃｓｔ１に等しくなるようにして、寄生容量と蓄積容量とに蓄積される
電荷の変化が相殺され、画素電極の電荷変化量はゼロになって、各画素電極の跳躍変化電
圧がゼロになり、画素電極電圧の正確性が確保され、画面フリッカが避けられる。
【００４５】
　図４は本発明に係る共通電極の駆動回路の第４実施例の構造概略図である。図４に示す
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ように、本実施例に係る共通電極の駆動回路は、図３に示す共通電極の駆動回路の第１実
施例に基づき、駆動信号生成回路１１は、第１駆動信号生成ユニット１１１と第２駆動信
号生成ユニット１１２とをさらに備える。第１駆動信号生成ユニット１１１は前記第２共
通電極信号を生成する。第２駆動信号生成ユニット１１２は、跳躍変化シーケンス信号を
生成し、前記跳躍変化シーケンス信号を前記第１駆動信号生成ユニットが生成する第２共
通電極信号に重なるし、アレイ基板上の各行画素の第１共通電極信号を生成する。前記第
１共通電極信号の跳躍変化シーケンスは、対応する行の画素のゲート信号の跳躍変化シー
ケンスに反対し、かつ前記第１共通電極信号が跳躍変化される前後に引き起こす蓄積容量
の電荷変化量は、前記ゲート信号が跳躍変化される前後に引き起こす寄生容量の電荷変化
量に等しい。
【００４６】
　本実施例は、従来技術に基づき、第２駆動信号生成ユニット１１２によって跳躍変化シ
ーケンス信号を生成し、該跳躍変化シーケンス信号を、第１駆動信号生成ユニット１１１
が生成する、カラーフィルタ基板上に入力される第２共通電極信号に重なるし、アレイ基
板上に入力される第１共通電極信号が生成される。該第１共通電極信号の跳躍変化シーケ
ンスは、対応する行の画素のゲート信号の跳躍変化シーケンスに反対している。かつ前記
第１共通電極信号が跳躍変化される前後に引き起こす蓄積容量の電荷変化量は、前記ゲー
ト信号が跳躍変化される前後に引き起こす蓄積容量の電荷変化量に等しい。これによって
、寄生容量と蓄積容量とに蓄積される電荷の変化が相殺され、画素電極の電荷変化量はゼ
ロになって、各画素電極の跳躍変化電圧がゼロになり、画素電極電圧の正確性が確保され
、画面フリッカが避けられる。さらに、本実施例に係る共通電極の駆動回路は、従来技術
について小さい変更だけを行うので、実現するには便利である。
【００４７】
　図５は本発明に係る液晶ディスプレーの第１実施例の構造概略図である。図５に示すよ
うに、本実施例に係る液晶ディスプレーは、液晶パネルと、液晶パネルを駆動する駆動装
置とを備える。液晶パネルは、アレイ基板１とカラーフィルタ基板２とをセル化すること
で形成され、それらの間に液晶層３が充填されている。駆動装置は、ゲート駆動装置４、
データ駆動装置５および共通電極駆動装置６を備える。共通電極駆動装置６は、アレイ基
板１上の各行の画素の第１共通電極信号と前記カラーフィルタ基板２上の第２共通電極信
号とを生成し、かつ生成した第１共通電極信号をそれぞれ各行の画素に入力し、生成した
第２共通電極信号を前記カラーフィルタ基板の共通電極に入力する。第１共通電極信号の
跳躍変化シーケンスは、対応する行の画素のゲート信号の跳躍変化シーケンスに反対して
いる。かつ前記第１共通電極信号が跳躍変化される前後に引き起こす蓄積容量の電荷変化
量は、前記ゲート信号が跳躍変化される前後に引き起こす寄生容量の電荷変化量に等しい
。
【００４８】
　本実施例の液晶ディスプレーでは、第１共通電極信号の跳躍変化シーケンスは対応する
行の画素のゲート信号の跳躍変化シーケンスに反対し、かつ前記第１共通電極信号が跳躍
変化される前後に引き起こす蓄積容量の電荷変化量は、前記ゲート信号が跳躍変化される
前後に引き起こす寄生容量の電荷変化量と同じである。つまり、本実施例では、第１共通
電極信号によって、ΔＱｇｄ＝－ΔＱｓｔになる。このとき、液晶容量Ｃｌｃ、蓄積容量
Ｃｓｔおよび寄生容量Ｃｇｄに蓄積される電荷の総和が不変である。従って、ΔＱｌｃ＋
ΔＱｇｄ＋ΔＱｓｔ＝０であるので、ΔＱｌｃ＝０、ただし、ΔＱｌｃは、液晶容量Ｃｌ
ｃがゲートのオフ前後の電荷変化量であり、ΔＱｌｃ＝Ｃｌｃ（Ｖｐ２－Ｖｐ１）。液晶
容量Ｃｌｃが一定値であるので、Ｖｐ２＝Ｖｐ１、ΔＶｐ＝Ｖｐ２－Ｖｐ１＝０。即ち、
画素電圧はゲートがオフされる前後で変化しない。その実質として、ＴＦＴがオフされる
前後に、その寄生容量Ｃｇｄに蓄積される電荷の変化量ΔＱｇｄは、蓄積電極線信号がオ
ンされる前後に蓄積容量Ｃｓｔに蓄積される電荷の変化量ΔＱｓｔと大きさが同じである
が、それらの変化方向は反対する。これによって、２つの電気容量に蓄積される電荷の総
変化量がゼロになり、２つの電気容量に蓄積される電荷の変化が相殺されるので、画素電
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極における電荷変化量はゼロになる。従って、画素電極の跳躍変化電圧ΔＶｐがゼロにな
る。
【００４９】
　ここに説明する必要であるのは、本実施例に係る共通電極駆動装置６は、図３又は図４
に示す共通電極の駆動回路を採用して実現することができる。ここで贅言しない。
【００５０】
　本実施例に係る液晶ディスプレーでは、各行の画素に入力される第１共通電極信号の跳
躍変化シーケンスは、対応する行の画素のゲート信号の跳躍変化シーケンスに反対するよ
うに設計し、かつ前記第１共通電極信号が跳躍変化される前後の蓄積容量の電荷変化量は
、前記ゲート信号が跳躍変化される前後に引き起こす寄生容量の電荷変化量に等しくなる
ようにすることによって、寄生容量と蓄積容量とに蓄積される電荷の変化が相殺され、画
素電極における電荷変化量はゼロになって、各画素電極の跳躍変化電圧がゼロになり、画
素電極電圧の正確性が確保され、画面フリッカが避けられる。
【００５１】
　本発明に係る液晶ディスプレーの第２実施例も図５に示す回路構造を採用することがで
きる。さらに、本実施例では、蓄積容量Ｃｓｔは画素電極が蓄積電極線に重なり合われる
ような構成である。共通電極駆動装置６が生成する第１共通電極信号のハイレベルとロー
レベルとの差は、
【数６】

である。ただし、Ｃｇｄは前記寄生容量の容量値であり、Ｃｓｔは前記蓄積容量の容量値
であり、ＶｇｈとＶｇｌはそれぞれゲートのオン電圧とオフ電圧である。
【００５２】
　本実施例に係る液晶ディスプレーは、共通電極の駆動回路の第２実施例を実現すること
ができ、その実現原理が類似しているので、ここで贅言しない。
【００５３】
　本実施例に係る液晶ディスプレーでは、各行の画素に入力される第１共通電極信号の跳
躍変化シーケンスは、対応する行の画素のゲート信号の跳躍変化シーケンスに反対するよ
うに設計し、かつ第１共通電極信号は、ハイレベルとローレベルとの差は、Ｃｇｄ（Ｖｇ
ｈ－Ｖｇｌ）／Ｃｓｔであることによって、寄生容量と蓄積容量に蓄積される電荷の変化
が相殺され、画素電極における電荷変化量はゼロになって各画素電極の跳躍変化電圧がゼ
ロになり、画素電極の電圧の正確性が確保され、画面フリッカが避けられる。
【００５４】
　本発明に係る液晶ディスプレーの第３実施例も図５に示す回路構造を採用することがで
きる。さらに、本実施例では、蓄積容量Ｃｓｔは画素電極と蓄積電極線およびゲートライ
ンにそれぞれ重なり合うように構成される。共通電極駆動装置６が生成する第１共通電極
信号は、ハイレベルとローレベルとの差は、
【数７】

である。ただし、Ｃｇｄは前記寄生容量の容量値であり、Ｃｓｔ１は前記蓄積容量の蓄積
電極線における容量部分の容量値であり、ＶｇｈとＶｇｌはそれぞれゲートのオン電圧と
オフ電圧である。
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【００５５】
　本実施例に係る液晶ディスプレーは、共通電極の駆動回路の第３実施例を実現すること
ができ、その実現原理が類似しているので、ここで贅言しない。
【００５６】
　本実施例に係る液晶ディスプレーでは、各行の画素に入力される第１共通電極信号の跳
躍変化シーケンスは、対応する行の画素のゲート信号の跳躍変化シーケンスに反対するよ
うに設計し、かつ第１共通電極信号のハイレベルとローレベルとの差は、Ｃｇｄ（Ｖｇｈ
－Ｖｇｌ）／Ｃｓｔ１に等しい。これによって、寄生容量と蓄積容量に蓄積される電荷の
変化が相殺され、画素電極における電荷変化量はゼロになって、各画素電極の跳躍変化電
圧ΔＶｐがゼロになり、画素電極電圧の正確性が確保され、画面フリッカが避けられる。
【００５７】
　以上のように、本発明は、当業者が自明なように、上記方法実施例の全てまたは一部の
ステップは、関連ソフトウェア、ハードウェアおよびファーム・ウエアをプログラムで指
令することで実現することができる。上記プログラムは、コンピュータの読取可能なメモ
リ媒体に記憶されることができる。該プログラムが実行されるとき、上記方法実施例にお
けるステップが実行される。上記メモリ媒体は、ＲＯＭ、ＲＡＭ、磁ディスクまたは光デ
ィスクなどのプログラムを記憶できる媒体である。
【００５８】
　以上の実施例は本発明の技術内容を説明するものに過ぎず、限定するものではない。上
述した実施例によって本発明が詳しく説明されたが、上述した各実施例に記載された技術
案を修正する、または一部の技術的特徴を均等的に変更することができる。この修正や変
更によって技術案の趣旨が本発明精神と範囲から逸脱するようにならない。
【符号の説明】
【００５９】
１１　駆動信号生成回路
１１１　第１駆動信号生成ユニット
１１２　第２駆動信号生成ユニット
１２　共通電極信号出力端
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【図１】

【図２】

【図３】

【図４】

【図５】

【手続補正書】
【提出日】平成24年10月23日(2012.10.23)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　共通電極の駆動回路であって、
　アレイ基板上の各行画素の蓄積電極線に印加する第１共通電極信号と、前記アレイ基板
上の各行画素における画素電極と一緒に液晶容量を形成する共通電極に印加される第２共
通電極信号とを生成するステップと、
　各行の画素に前記第１共通電極信号を入力し、前記共通電極に前記第２共通電極信号を
入力するステップとを備え、
　前記第１共通電極信号の跳躍変化シーケンスは、対応する行の画素のゲートに印加する
ゲート信号の跳躍変化シーケンスに反対することを特徴とする共通電極の駆動回路。
【請求項２】
　前記第１共通電極信号が跳躍変化される前後に引き起こす蓄積容量の電荷変化量の絶対
値は、前記ゲート信号が跳躍変化される前後に引き起こす、前記蓄積容量に直列接続され
る寄生容量の電荷変化量の絶対値に等しく、かつ両者の変化方向が反対していることを特
徴とする請求項１に記載の共通電極の駆動回路。
【請求項３】
　前記蓄積容量は、前記画素電極と前記蓄積電極線とが重なり合うように構成され、前記
第１共通電極信号のハイレベルとローレベルとの差が、
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【数１】

であり、ただし、Ｃｇｄは前記蓄積容量に直列接続される寄生容量の容量値であり、Ｃｓ
ｔは前記蓄積容量の容量値であり、ＶｇｈとＶｇｌはそれぞれゲートのオン電圧とオフ電
圧であることを特徴とする請求項２に記載の共通電極の駆動回路。
【請求項４】
　前記蓄積容量は、前記画素電極が前記蓄積電極線とゲートラインにそれぞれ重なり合う
ように構成され、前記第１共通電極信号は、ハイレベルとローレベルとの差は、

【数２】

であり、ただし、Ｃｇｄは前記蓄積容量に直列接続される寄生容量の容量値であり、Ｃｓ
ｔ１は前記蓄積容量が前記蓄積電極線における容量部分の容量値であり、ＶｇｈとＶｇｌ
はそれぞれゲートのオン電圧とオフ電圧であることを特徴とする請求項２に記載の共通電
極の駆動回路。
【請求項５】
　前記共通電極は、カラーフィルタ基板にまたは前記アレイ基板に形成されることを特徴
とする請求項１に記載の共通電極の駆動回路。
【請求項６】
　共通電極の駆動回路であって、
　アレイ基板上の各行画素の蓄積電極線に印加する第１共通電極信号と、前記アレイ基板
上の各行画素における画素電極と一緒に液晶容量を形成する共通電極に印加される第２共
通電極信号とを生成する駆動信号生成回路と、
　前記第１共通電極信号を各行画素にそれぞれ出力し、前記第２共通電極信号を前記共通
電極に出力する共通電極信号出力端とを備え、
　前記第１共通電極信号の跳躍変化シーケンスは、対応する行の画素のゲートのゲート信
号の跳躍変化シーケンスに反対していることを特徴とする共通電極の駆動回路。
【請求項７】
　前記第１共通電極信号が跳躍変化される前後に引き起こす蓄積容量の電荷変化量の絶対
値は、前記ゲート信号が跳躍変化される前後に引き起こす、前記蓄積容量に直列接続され
る寄生容量の電荷変化量の絶対値に等しく、かつ両者の変化方向が反対していることを特
徴とする請求項６に記載の共通電極の駆動回路。
【請求項８】
　前記蓄積容量は前記画素電極と前記蓄積電極線とが重なり合うように構成され、前記駆
動信号生成回路が生成する前記第１共通電極信号のハイレベルとローレベルとの差が、
【数３】

であり、ただし、Ｃｇｄは前記蓄積容量に直列接続される寄生容量の容量値であり、Ｃｓ
ｔは前記蓄積容量の容量値であり、ＶｇｈとＶｇｌはそれぞれゲートのオン電圧とオフ電
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圧であることを特徴とする請求項７に記載の共通電極の駆動回路。
【請求項９】
　前記蓄積容量は前記画素電極が前記蓄積電極およびゲートラインにそれぞれ重なり合う
ように構成され、前記駆動信号生成回路が生成する前記第１共通電極信号のハイレベルと
ローレベルとの差は、
【数４】

であり、ただし、Ｃｇｄは前記蓄積容量に直列接続される寄生容量の容量値であり、Ｃｓ
ｔ１は前記蓄積容量が前記蓄積電極線における容量部分の容量値であり、ＶｇｈとＶｇｌ
はそれぞれゲートのオン電圧とオフ電圧であることを特徴とする請求項７に記載の共通電
極の駆動回路。
【請求項１０】
　前記駆動信号生成回路は、
　前記第２共通電極信号を生成する第１駆動信号生成ユニットと、
　跳躍変化シーケンス信号を生成し、前記跳躍変化シーケンス信号を前記第１駆動信号生
成ユニットが生成する第２共通電極信号に重なるし、前記第１共通電極信号を生成する第
２駆動信号生成ユニットと、を備えることを特徴とする請求項６に記載の共通電極の駆動
回路。
【請求項１１】
　液晶ディスプレーであって、
　液晶パネルと、
　液晶パネルを駆動する駆動装置とを備え、
　前記液晶パネルは、アレイ基板とカラーフィルタ基板とをセル化することで形成され、
それらの間に液晶層が充填され、前記駆動装置は、ゲート駆動装置、データ駆動装置およ
び共通電極駆動装置を備え、
　前記共通電極駆動装置は、アレイ基板上の各行画素の蓄積電極線に印加する第１共通電
極信号および前記アレイ基板において各行画素の画素電極と一緒に液晶容量を形成する共
通電極に印加する第２共通電極信号を生成し、かつ生成した第１共通電極信号をそれぞれ
各行の画素に入力し、生成した第２共通電極信号を前記共通電極に入力し、
　前記第１共通電極信号の跳躍変化シーケンスは、対応する行の画素のゲートに印加され
るゲート信号の跳躍変化シーケンスに反対していることを特徴とする液晶ディスプレー。
【請求項１２】
　前記第１共通電極信号が跳躍変化される前後に引き起こす蓄積容量の電荷変化量の絶対
値は、前記ゲート信号が跳躍変化される前後に引き起こす、前記蓄積容量に直列接続され
る寄生容量の電荷変化量の絶対値に等しく、かつ両者は変化方向が反対していることを特
徴とする請求項１１に記載の液晶ディスプレー。
【請求項１３】
　前記蓄積容量は前記画素電極と前記蓄積電極線とが重なり合うように構成され、前記第
１共通電極信号のハイレベルとローレベルとの差が、

【数５】

であり、ただし、Ｃｇｄは前記蓄積容量に直列接続される寄生容量の容量値であり、Ｃｓ
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ｔは前記蓄積容量の容量値であり、ＶｇｈとＶｇｌはそれぞれゲートのオン電圧とオフ電
圧であることを特徴とする請求項１２に記載の液晶ディスプレー。
【請求項１４】
　前記蓄積容量は前記画素電極が前記蓄積電極およびゲートラインにそれぞれ重なり合う
ように構成され、前記第１共通電極信号は、ハイレベルとローレベルとの差は、
【数６】

であり、ただし、Ｃｇｄは前記蓄積容量に直列接続される寄生容量の容量値であり、Ｃｓ
ｔ１は前記蓄積容量が前記蓄積電極線における容量部分の容量値であり、ＶｇｈとＶｇｌ
はそれぞれゲートのオン電圧とオフ電圧であることを特徴とする請求項１２に記載の液晶
ディスプレー。
【請求項１５】
　前記共通電極は、前記カラーフィルタ基板上または前記アレイ基板に形成されることを
特徴とする請求項１１に記載の液晶ディスプレー。



(19) JP 2013-525832 A 2013.6.20

10

20

30

40

【国際調査報告】



(20) JP 2013-525832 A 2013.6.20

10

20

30

40



(21) JP 2013-525832 A 2013.6.20

10

20

30

40



(22) JP 2013-525832 A 2013.6.20

10

20

30

40



(23) JP 2013-525832 A 2013.6.20

10

20

フロントページの続き

(81)指定国　　　　  AP(BW,GH,GM,KE,LR,LS,MW,MZ,NA,SD,SL,SZ,TZ,UG,ZM,ZW),EA(AM,AZ,BY,KG,KZ,MD,RU,TJ,T
M),EP(AL,AT,BE,BG,CH,CY,CZ,DE,DK,EE,ES,FI,FR,GB,GR,HR,HU,IE,IS,IT,LT,LU,LV,MC,MK,MT,NL,NO,PL,PT,RO,R
S,SE,SI,SK,SM,TR),OA(BF,BJ,CF,CG,CI,CM,GA,GN,GQ,GW,ML,MR,NE,SN,TD,TG),AE,AG,AL,AM,AO,AT,AU,AZ,BA,BB,
BG,BH,BR,BW,BY,BZ,CA,CH,CL,CN,CO,CR,CU,CZ,DE,DK,DM,DO,DZ,EC,EE,EG,ES,FI,GB,GD,GE,GH,GM,GT,HN,HR,HU,I
D,IL,IN,IS,JP,KE,KG,KM,KN,KP,KR,KZ,LA,LC,LK,LR,LS,LT,LU,LY,MA,MD,ME,MG,MK,MN,MW,MX,MY,MZ,NA,NG,NI,NO
,NZ,OM,PE,PG,PH,PL,PT,RO,RS,RU,SC,SD,SE,SG,SK,SL,SM,ST,SV,SY,TH,TJ,TM,TN,TR,TT,TZ,UA,UG,US,UZ,VC,VN,
ZA,ZM,ZW

(72)発明者  徐　宇博
            中華人民共和国１００１７６北京市經濟技▲術▼開發區西▲環▼中路８號
(72)発明者  李　成
            中華人民共和国１００１７６北京市經濟技▲術▼開發區西▲環▼中路８號
(72)発明者  占　▲紅▼明
            中華人民共和国１００１７６北京市經濟技▲術▼開發區西▲環▼中路８號
(72)発明者  ▲張▼　▲紀▼▲棟▼
            中華人民共和国１００１７６北京市經濟技▲術▼開發區西▲環▼中路８號
Ｆターム(参考) 2H193 ZA04  ZA06  ZA07  ZB06  ZB14  ZB18  ZD12  ZF59  ZF60 
　　　　 　　  5C006 AC25  AF42  AF71  BB16  BC06  FA23 
　　　　 　　  5C080 AA10  BB05  DD06  FF11  FF12  JJ02  JJ03  JJ04  JJ06 



专利名称(译) 用于驱动公共电极和液晶显示器的方法和电路

公开(公告)号 JP2013525832A 公开(公告)日 2013-06-20

申请号 JP2013504110 申请日 2011-04-18

[标]申请(专利权)人(译) 北京京东方光电科技有限公司

申请(专利权)人(译) 北京京东方光电科技有限公司

[标]发明人 薛海林
徐宇博
李成
占紅明
張紀棟

发明人 薛 ▲海▼林
徐 宇博
李 成
占 ▲紅▼明
▲張▼ ▲紀▼▲棟▼

IPC分类号 G09G3/36 G09G3/20 G02F1/133

CPC分类号 G09G3/3659 G09G3/3655 G09G2320/0219

FI分类号 G09G3/36 G09G3/20.611.E G09G3/20.624.D G09G3/20.624.E G02F1/133.550

F-TERM分类号 2H193/ZA04 2H193/ZA06 2H193/ZA07 2H193/ZB06 2H193/ZB14 2H193/ZB18 2H193/ZD12 2H193
/ZF59 2H193/ZF60 5C006/AC25 5C006/AF42 5C006/AF71 5C006/BB16 5C006/BC06 5C006/FA23 
5C080/AA10 5C080/BB05 5C080/DD06 5C080/FF11 5C080/FF12 5C080/JJ02 5C080/JJ03 5C080
/JJ04 5C080/JJ06

代理人(译) 村山彦
渡边 隆

优先权 201010152188.3 2010-04-16 CN

外部链接 Espacenet

摘要(译)

一种公共电极的驱动方法，包括：产生施加到阵列基板上每个线像素的
存储电极线的第一公共电极信号和施加到公共电极的第二公共电极信
号，其与像素电极形成液晶电容。阵列基板上的每个行像素。第一公共
电极信号的跳跃序列是施加到相应行像素的栅电极的栅电极信号的跳跃
序列的倒数。该方法还包括将第一公共电极信号输入到每个线像素并将
第二公共电极信号输入到所述公共电极。

https://share-analytics.zhihuiya.com/view/66b4654d-ec5a-4b00-8b47-cc9156b38bf1
https://worldwide.espacenet.com/patent/search/family/044778998/publication/JP2013525832A?q=JP2013525832A

